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Материалы и покрытия
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Представлены результаты измерения характеристик ИК-источников, созданных на основе 
b-Al-покрытия. Отмечена их стабильность, объяснено отличие от теоретически предсказанных.

Интенсивность резистивных ИК-источников 
излучения, разработанных по МЭМС техноло-
гии, может быть повышена благодаря локаль-

ному формированию эмиссионного покрытия в  обла-
сти микронагревателя [1–5]. Одним из перспективных 
материалов, позволяющих улучшить спектральные 
характеристики ИК-источников, является черный 
оксид алюминия Al2O3 (b-Al), полученный вакуум- 
термическим испарением при пониженном давле-
нии (2 · 10–2  Торр). Разработанный нами метод получе-
ния покрытия на основе b- Al представлен в работе [6].

Эффективность излучения эмиссионного слоя напря-
мую зависит от коэффициента излучения. Поэтому для 
повышения интенсивности излучения требуется сни-
жение коэффициентов пропускания и отражения.

В ходе проведенных исследований установлено, что 
пленки b- Al имеют коэффициент излучения ~0,75–0,85 
в диапазоне длин волн 2,5–25 мкм. При этом на образ-
цах подвергавшихся отжигу при температуре выше 
500  °С наблюдается снижение коэффициента излуче-
ния до 0,5 в  ближнем ИК-диапазоне, обусловленное 
увеличением коэффициента пропускания и  отраже-
ния до значений 0,3 и 0,2 соответственно.

Для исследования влияния пленок b- Al на излуча-
тельную способность ИК-источников использовались 
тестовые кристаллы с  Pt-микронагревателями, сфор-
мированными на диэлектрической мембране. Диа-
метр области нагрева составлял 0,54  мм, что эквива-
лентно площади нагрева равной 0,223 мм2. Локальное 
напыление выполнялось на половине тестовых кри-
сталлов. После формирования эмиссионного слоя кри-
сталлы разваривались на основание ТО-39.

Перед измерениями на кристаллах с  b- Al прово-
дился «самоотжиг» при температуре ~500  °C (эквива-
лентное напряжению питания 3  В). Сравнение изме-
ренной максимальной мощности в диапазоне 1–14 мкм 

на кристаллах с  и  без b- Al (при коэффициент излу-
чения 0,5) показало прирост выходной мощности 
ΔP ≈ 100%. При этом теоретический расчет мощности 
излучения отличается от измеренной в  большую сто-
рону на 2–3 порядка. Снижение измеренной мощности 
обусловлено отсутствием отражателя, применяемого 
для коллимации выходного пучка.

Полученные результаты показывают возможность 
применения b- Al в  качестве эмиссионного слоя для 
повышения мощности излучения ИК-источников. 
Исследование покрытий b- Al после отжига показало их 
высокую температурную стабильность. В  ближайшее 
время запланировано исследование влияние инкапсу-
ляции (осаждения атомарного слоя) поверх слоя b- Al на 
его спектральные характеристики с целью достижения 
повышения коэффициента излучения.
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